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Реферат:
1. Методом хімічного осадження синтезовано тонкі напівпровідникові плівки цинк сульфіду і цинк селеніду з
водних розчинів цинк-вмісної солі. Структурні, оптичні, морфологічні властивості, товщина плівок ZnS і
ZnSe досліджено рентгенівською дифракцією, оптичною спектроскопією, скануючою електронною та
атомно-силовою мікроскопією, профілометрією. Встановлено, що метод хімічного осадження дозволяє
одержувати напівпровідникові тонкі суцільні плівки цинк сульфіду і цинк селеніду стехіометричного складу
на підкладках великої площі за низьких температур. Використано метод інверсійної вольтамперометрії для
визначення маси цинку у напівпровідникових тонких плівках ZnS і ZnSe та встановлення оптимальних умов
їх синтезу. Кінетику швидкості реакцій синтезу ZnS і ZnSe досліджено методом молекулярно-абсорбційного
аналізу та визначено ефективні енергії активації. Створено плівкові тверді розчини і композиційні структури
на основі хімічно осаджених плівок цинк сульфіду та цинк селеніду. Досліджено фазовий склад, оптичні та
морфологічні властивості одержаних плівкових твердих розчинів і структур та показано, що використання
хімічного осадження дає змогу значно спростити і здешевити процес їхнього виготовлення, що може стати



основою для масового виробництва фоточутливих елементів. Проведено квантово-хімічне моделювання
процесу синтезу цинк сульфіду та цинк селеніду з різними комплексоутворюючими реагентами, яке
дозволило встановити хімізм процесу осадження плівок.

2. The thesis is devoted to the synthesis of zinc sulfide and zinc selenide semiconductor thin films by chemical
deposition method from aqueous solutions of zinc salt. Structural, optical, morphological properties and thickness
of ZnS and ZnSe films were investigated by the X-ray diffraction, optical spectroscopy, scanning electron and
atomic-force microscopy, profilometry. It is found that the chemical deposition method allows to obtain thin solid
semiconductor films of zinc sulfide and zinc selenide on large area substrates at low temperatures. These films
have stoichiometric composition. The stripping voltammetry method was used to determine the zinc mass in the
semiconductor ZnS and ZnSe thin films. The optimal conditions for their synthesis have been found. Kinetic speed
of ZnS and ZnSe synthesis reactions was studied by molecular absorption analysis. The effective activation
energies have been identified. Solid solutions films and composite structures are created. They are based on zinc
sulfide and zinc selenide chemically deposited films. The phase composition, optical and morphological properties
of obtained solid solutions and structures were investigated. It is shown that using of chemical deposition can
significantly simplify and reduce the cost of their production process, and could become the basis for the mass
production of photosensitive elements. The quantum-chemical modeling of the synthesis process of zinc sulfide
and zinc selenide with various complexing agents was done. That allowed to establish the mechanism of films
deposition.
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